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IC casing comprising a sequence of three dielectric panels (la, lb Ic) 
^^^fJi^^ conductive structures (3, 5a, 5b, 5c) which are constructed' as 
coatings on the dielectric panels and form a signal plane (3) and 

^i^""®^ (5a, 5b, 5c), the two dielectric panels (la, lb) between 
which the signal plane (3) is located having earth planes (5a, 5b) on 
their side facing away from this signal plane (3) so that the signal 
lines which are located in the signal plane (3) are constructed as 
triplate lines, haying a supply voltage plane (4), between which and 
the signal plane (3) one of the said earth planes (5b) is arranged, 
^'}'^J^^''l''^^^^^^^lf^^^.^^^^stors (8), which are arranged in the signal 
plane (3) for reflection-free termination of the signal lines 

^nf^^^^fi^^'^ "r^^^ ""^^ ^""PP^^ voltage plane (4) is provided on both 
sides with a coating (6a, 6b) made of dielectric material and is 

between the two (5b, 5c) of the said earth planes, the coating 
insulating the supply voltage plane from the earth planes (5b, 5c) 
T/^'t't'^'^t''^ ^^^"^ ^""^ material and the thicJcness of the costing 
(6a, 6b) being selected such that it results in a sufficiently large 

^f^'/o?^" ^""^^ ^° ^'"^^t^ the load spikes on the DC voltage 
supply. (Dwg.la/8) 
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Anmerkung : Innerhaib von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteiluna 

fsSe'pTnfpncn''^^^ r^^'"" ^'n''""c^"" Europaischen Patentamt gegen das erteiJe eu'o^^^ 
oi! Einspruch ein egen. Der EInspruch ist schriftiich einzureichen und zu begrunden. Er gilt 
SeiLZIn? ""^"^ E'nspruchsgebuhr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europlisches Patent- 
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Beschreibung 

n ^'■^'■"^""9 ''^'^'^f* IC-GehSuse gemSB dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 wie es in EP-A- 
0 275 973 beschrieben ist. 

■ ?f ^^"^! ^°r9e"3nnten Art sind insbesondere aus Seite 1 der Literaturstelle "Multilayer Ceramic De- 
sign Manual . Tri Quint. Semiconductor. Inc. 1989. Revision 1.0. S.1-11. Appendix A. Appendix B bekannt. 

In dern Buch yon Reinmut K. Hoffmann "Integrierte Mikrowellenschaltungen". Springer-Verlag. Berlin. Hei- 
delberg. New York. Tokyo. 1983 sind auf Seite 95 gekoppelte Mikrostreifenleitungen beschrieben Es werden 
spater anhand von Figur 1a und Figur 1b die fiir IC-GehSuse wesentlichen Gesichtspunkte nochmals im eln- 
zelnen eriautert. Aus US-A- 4 739 448 ist eine Leiterplatte bekannt, be! der Signal- und Versorgungsspan- 
nungsebene Jewells zwischen Masseebenen angeordnet sind. 

Ein IC-GehSuse sollte folgende spezielle Anforderungen erfullen. namlich, eine Entkopplung der Signal- 
leitungen. eine hohe Reflexionsdampf ung. auch bei hochohmig fehlangepafiten IC-Eing§ngen und schileBlich 
eine gute Glattung von Belastungsspitzen derGleichspannungsversorgungen. 

In herkommlichen IC-Gehausen werden als Leitungstypen (vgl. Fig. 1) im allgemeinen Mikrostreifenlei- 
tungen mitoderohne dielektrische Abdeckung verwendet. Beidiesen Leitungstypen ist die gegenseitige Ent- 
kopplung benachbarterLeitungen furviele Anwendungen nicht hinreichend, z.B. beigroUen Unterschieden im 
Pegelhub von Signalen (Mischanwendung ECL-, TTL-. CMOS-Pegel) und bei steilen Schaltflanken 

Zur Verbesserung der Entkopplung wird dann von den Anwendern beispielsweise nur noch jede zweite 

«^hlf f n "'^ dazwischenliegenden Leitungen werden nach Masse ge- 

schaltet. Diese Methode ist nur mSRig wirksam. 

Zur ErhShung der Reflexionsdimpfung muBten externe KompensationsmaBnahmen auf der Leiterplatte 
vorgenommen werden. 

In manchen Anwendungsfailen laBtsich das Problem derGlattung von Belastungsspitzen durch Abblock- 
Kondensatoren losen. die auf dem IC-Gehause Oder extern auf der Leiterplatte untergebracht sind. Es kann 
jedoch auch erforderlich werden. das IC-Layout zu §ndern. um storende Lasten an andere Steilen zu plazieren 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. ein IC-Geh§use anzugeben. das eine Signalebene. eine Ver- 
sorgungsspannungsebene und Masseebenen enthalt. bei dem eine hohe Entkopplung der Signalleitungen 
eine hohe Reflexionsdampf ung. auch bei hochohmig fehlangepaBten IC-Eingangen, sowie eine gute Glattung 
von Belastungsspitzen der Gleichspannungsversorgung gewahrleistet ist. 

Fiir ein IC-Gehause nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 wird diese Aufgabe erf indungsgemaB 
nach den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruches 1 gelSst. 

In den Unteranspruchen sind vorteilhafte Ausgestaltungen dargestellt. 

Anhand der beigefiigten Ausfuhrungsbeispiele wird die Erfindung noch im einzelnen eriautert 

Es zeigen 

Figur la Mikrostreifenleitungen. 

Figur 1 b Mikrostreifenleitungen mit dielektrischer Abdeckung. 

Figur 2 ein IC-Gehause, und zwar ein Ausfuhrungsbeispiel ohne Abdeckung 

Figur 3 ein Ausfuhrungsbeispiel fur die Masseebene 5a (vgl. Figur 2). die schrage Schraffierung stellt 

metalhsierte Flachen dar. die kleinen Kreise steilen Orte metallisierter Durchkontaktierungen in 

metaliisierten FISchen dar, 

Figur 4 zeigt die Signalebene 3 (vgl. Figur 2). die schrSgen Schraff ierungen sind metallisierte Flachen 

i-igura f'9tfurdasAusfuhrungsbeispieldieVersorgungsspannungsebene4(vgl.Figur2).dieschrage 
Schraffierung stellt metallisierte Flachen dar. 

Figur 6 zeigt einen Schnitt durch das IC-Gehause zur Darstellung vertikaler elektrischer Verbindungen 
Metallisierung (enge Schraffierung). dielektrische Platten (weite Schraffierung). dielektrische 
Beschichtung (enge Schraffierung) und Lot (Schraffierung) sind erkennbar 

Figur 7 zeigt an sich bekannte Triplate-Leitungen. bei denen die Streifenleiter S in einem Dielektrikum 
D eingebettet sind und zwei Masseebenen M vorliegen, 

Figur 8 zeigt den Koppelfaktor k = (ZL.even - ZL.odd)/(ZL,,ven+ als Funktion des Leiterabstandes s in 
Figur 8a fur gekoppelte Mikrostreifenleitungen in homogenem Dielektrikum. in Figur 8b fur qe- 
koppelte Triplateleitungen 

Die Figur 1a zeigt eine Mikrostreifenleitung. die Figur lb eine Mikrostreifenleitung mit dielektrischer Ab- 
deckung nach der eingangs genannten Literaturstelle "Integrierte Mikrowellenschaltungen". Seite 95 Der 
Streifenleiter ist mit S. das Dielektri kum mit D und die Masse mit M bezeichnet. 

A ^""^ Beschreibung des erf indungsgemaBen IC-GehSuses zeigt Fig. 2 wesentliche Teile des konstruktiven 
Aufbaus. Die Figuren 3 bis5 geben Beispielefurdie typische Strukturierung einzelnermetallisch beschichteter 
Ebenen und Figur 6 zeigt ein Schnittbild zur Eriauterung der vertikalen Verbindungstechnik 
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^,,,l^r, J 9^^^^^^^ la. 1b. 1C.Z.B 

eleWnschen Verbindungen durch die dielektrischen Flatten erfolgen Qber metallische Durchkontaktierun 

2nd als^rrbe^^^^^^^^ Tv '''' -esenmc^en Funktionen unterschieden 
undals Signaebene3(Fig.4).Versorgungsspannungsebene4(Fig.5)undMasseeb^^^ 3) 5b 5c 

trZXth hT^'"; Metel'isierungen U und V. sind von den Masseebenen durch dielek- 

trische Beschichtung (z.B. dielektrischen Druck oder Vakuumbeschlchtung) 6a. 6b isoliert Die Verbindungen 

11 (siehe F,g^""'""^ ^^^^^^''^"^ 5b zur Masseebene 5c durch eine heruntergezogene MetaSisierung 

wrl"/?"!! ^'i? r'^"'"* ^ ^'""^ metaiiislerte Flachen ais schrage Schraffierung gezelchnet kleine 
Kreise stellen Orte mit metallisierten Durchkontaktierungen In metallislerten Flachen dar 

die ;:r:Cgrpl?n:en ' ' Metai.lslerungen erkennbar. an denen 

IC ObersSt!;'.Sl??'i"'' w"*""""" ^"^ Masseebene 5c im Gehause-lnnenraum. Die Beschaltung der 
hrinn ! 1 T V«^°'9""9sspannungen und Masse IVI erfoigt fiber Bondverbindungen. Zum An- 
bnngen d.eser Bondverbindungen sind ia, IC-Gehause AnschluBbereiche In der Signalebene 3 und de^Ver- 
sorgungsspannungsebene 4 vorgesehen. Um Masseverbindungen iiber Bonddrihte zu ermSglichen wird die 

bere^df^rTs'^t^f^^ 

bereich der Signalebene 3 auf Anschlusse 7 gef iihrt. Diese Anschiusse 7 we«ien auch genutzt um Signai^- 
tungen uber integrierte AbschiuRwiderstinde 8 nach IWasse M zu schalten ^ 

InRguresindwirkungsglelcheTellemitdengieichenBezugsziffernwIelndenubrigenFigurenbezeichnet 
dt.:SrcrPrten ^^«»^"--ung kenntlich gemacht. miteinerweiten Schra^lr^g s 

kltSh nlJ^^^^^ kenntiich gemacht. mIt einer engen Schraffierung 1st eine dieleklrlsche Beschichtung 
kenntlich gemacht. Und schlieBiich stellen schragschraffierte Flachen Lot dar. Die FIgur 6 zeigt einen Sch Jt 
durch das IC-Gehause zur Darsteiiung vertikaler elektrischer verbindungen. Die Versorg^^ 
eTe^ltsoa"st opI'.^"''^^ mit dielektrischem Material 6a. 6b. z.B. Dru'ck Jder Di- 

e ektrikumspaste QP445 der F.rma DuPont Electronics (Pemiittivitat = 6 ... 8), von den zwei umqebenden 

PirrD^;:^ b^h^br ■ ---- -- -mTnS^^nTr 

Die Aulienanschlusse 9 des ICGehauses befinden sich in der oberen Masseebene 5a. Die Verbindung 
S Ge^lTr f ' in Form einer Metaiisplnne gemelnsam auf das 

ShTch ohTr.^^^ 

Beschich ung herme isch abgedichtet. Diese Beschichtung kann bei Verwendung einer dielektrischen Ab- 

XShr-'n ^^^^ ^^^^^^ ^^^^ ^le gesamte obere Platte la erfofgen. wobei derTnschll 

bereichfurdieMetallspinnefreibleibenmulJ. uer Mnscniuii 

Drj'str^wr''^ T"P'«t«'«i'""9en ist in Figur 7 nochmals zur besseren Ubersicht dargesteiit. 

und^~rD^^;z:sr'*^^^ 

In Figur 8 ist der Koppelfaktor k gekoppelter Leitu ngen zwischen den Werten s = 0 und s = 1 mm als Beisoiel 
dargesteiit. D,e einzelnen Zahlenwerte sind mitgezeichnet. Der Koppelfaktor k ist deflnierals (IZ 

n^oS"" I '^r"^ ^^'3' ^"■9^""'^ gekoppelte Mikrostreifenleitungen in homogenem 

D^iektnkum. d^ Kurve b) zeigt das Ergebnis fur gekoppelte Triplateieitungen. Die Kurven gelten fur die mT 
gezeichneten Werte e, = 9.8 . h = 0.381 mm. w„ = 0.21 mm und w, = 0.13 mm 

en«n Itfrf '"f ^"f^^^^^'^^'^^'^Sen entsprechend Figur 7 ausgef uhrt. Die beiden Masseeb- 
rolethem Po 1"??' hT'^h'"'"' regelmaliige Verbindungen iiber metallische Durchkontaktierungen 
auf gleichem Potential gehalten. Dieser Leitungstyp ermoglicht relativ hohe Entkopplung 

DeltiZ"Zr!if en Vergieich hierzu stellt FigurS die berechneten Koppelfaktorenfiirgekop- 

pe te Mik^ostreifenle^ungen in homogenem Dielektrikum und gekoppelte Triplate-Leitungen gegenuber. Die 

a^t Sn'^hr Tn"'r ''^ Leitungsweiienwiderstande fur Entkopplung. d.h. fur sehr 

groRe Spaltbreite s -> x. 50n betragen, was gleichbedeutend mit s/w » 1 ist 

Die Signaneitungen werden mit dem zur Anpassung notwendigen definierten Leitungswellenwiderstand 
Sn^In f-K ^ . . IC-GehSuse gefuhrt. Signaiieitungen. die zu hochohmig fehlangepaliten ICEin- 
gangen fuhren. werden durch integrierte Widerstande 8 angepaSt nach Masse geschaltet 

.n. " an verschiedenen Stellen uber metallische Durchkontaktierungen aus der Masseeb- 

ene 5d in die Signalebene 3 gezogen. 
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An«rMr,«!!^? ^'f '"'^"^^ « ^'■^f' z-B- durch Dickschichtdruck aufbringen. Bei Variation, der IC- 
IrCinH H • ! "^'^ ! mtegrierten AbschluBwiderstand benotigen. mufi dann nur die Maske des Wi- 
derstandsdrucks geandert werden. 

6. _^'%^^^^°^9""9^«Pf """Qsebene 4 (s. auch Figur 5) wird durch Beschichtung mit dielektrischem Material 
6a, 6b. Z.B. Druck m.t der Dielektrikumspaste QP455 von Fa. DuPont Electronics (Permittivitat s. = 6 8) 
ZJZTr Masseebenen 5b. 5c isoliert Dadurch sind die Gleichspannungsver;orgungen 

oTa^S'" Hochfrequente Belastungsspitzen werden dann insbesondere deshal! 

u '^'^J^^^^f 5b zu den Versorgungsspannungs-Metallisierungen erfolgen flber kra- 
LSSunl^ H • ''^J'^^^'f ""9 Masseebene 5b zur Masseebene 5c du'ch heruntergezogene 
Metallisierung11,wiediesinFigur6erkennbarist. » a i" 



Patentanspriiche 



1. IC-Gehausei. 

Struktu^nT^^ f r/^'f^f ^"u-'"^' dielektrischen Platten (la. 1b. 1c) und ebenen leitfShigen 
ILnSr«„l /.fh 'm'^' ^^^^'^''''^tungen der dielektrischen Platten ausgebildet sind und eine 
Signalebene (3) bzw. Masseebenen (5a, 5b. 5c) bilden 

wobei die beiden dielektrischen Platten (1 a. 1 b). zwischen denen sich die Signalebene (3) bef indet 

Z^ZT!^u-'''"'TV^ f '^"^ Masseebenen (5a, 5b) aufweisen, so di. dif in der 
Signalebene (3) liegenden Signalleitungen als Triplate-Leitungen ausgebildet sind 

dadurch gekennzeichnet, 

«.ho^1f ."'^ Versorgungsspannungsebene (4) beidseitig mit einer Beschichtung (6a. 6b) aus dielektri- 
1 el^h r 'Tu " Masseebenen angeorSnet ist. wobei 

nnH Jl ! Vereorgungsspannungsebene von den sie umgebenden Masseebenen (5b.5c) iso- 

Jon B^2.t?nn ! Beschichtung (6a. 6b) so gewShlt sind. daR sich eine zum GlLen 

von Belastungsspitzen der Gleichspannungsversorgung ausreichend groBe KapazitSt pro FlScheneinheit 

2. IC-Gehause nach Anspruch 1 . 
gekennzeichnet durch 

die Verwendung von Standard-Schichttechnologie auf AI^Oa-Keramik in Form von festen Platten. 

i. IC-Gehause nach Anspruch 1 Oder 2. 
dadurch gekennzeichnet. 

daB elektrische Verbindungen durch dielektrische Platten (1a. 1b) iiber Durchkontaktierungen (2) erfol- 
gen. die durch dielektrische Beschichtung hermetisch dicht abgedeckt sind. 

I. iC-Gehiuse nach einem dem vorhergehenden Anspruche. 
dadurch gekennzeichnet. 

daB die Versorgungsspannungsmetallisierungen (U. V) jeweils umlaufend elektrisch verbunden sind und 
Inn!! xTtT Verbindung (U) in der Versorgungsspannungsebene (4) und die andere umlau- 

fende Verbindung (V) in der Signalebene (3) liegt. 



Claims 



IC casing comprising a sequence of three dielectric panels (la. 1b. 1c) and flat conductive structures (3 
which are constructed as coatings on the dielectric panels and form a signal plane (3) and 
earth planes (5a. 5b. 5c). the two dielectric panels (la. lb) between which the signal plane (3) is located 
having earth p anes (5a. 5b) on their side facing away from this signal plane (3) so that the signal lines 
wl^ich are located in the signal plane (3) are constructed as triplate lines, having a supply voltage plane 
(4). between which and the signal plane (3) one of the said earth planes (5b) is arranged, and having in- 
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2. 



^1 ! ' ^ • *u ^"^""S^" "'9"^' P'^"« (3) for reflection-free termination of the signai 
m^dl . '"''"'^ "'"^^e plane (4) is provided on both sides with a coaC(6a 6b 

made of drelectnc material and is arranged between the two (5b. 5c) of the said earth planefthe co^Sia 
nsulating the supply voltage plane from the earth planes (5b, 5c) surrounding them and the matrafand 
the thickness Of the coating (6a. 6b) being selected such that it results in a sufficiently large TapadtanJ^ 
per unit area to smooth the load spikes on the DC voltage supply. ^ capacitance 

In^relr ^s^pl^r ' ■ ''^ ^ ^-^--^^^ - ^,03 ceramic 

l?Hi!S!!? ^ 2. characterized in that electrical connections are effected by means 

TeXScEX^^^'^ 

IC (jsing according to one of the preceding claims, characterized in that the supply voltage metallizations 
e^Sn urocatrdTn T'"1' T'V ^--^-"'-"V - this case' one circLTe'S'r 
.n the iS S^^^^^ 



Revendications 



3. 



BoTtier de circuit Int6gr6, 

ces planerf^st sTnu-Tf di^lectriques (1a.1b.1c) et de structures conductri- 
ces planes O.Sa 5b.5c). qui sont r6alis6es sous la fomie de rev§tements des plaques di6lectriques etfor- 
ment un plan (3) de transmission de signaux et des plans de masse (5a.5b 5c) 

dans lequel les deux plaques di6lectriques (1a.1b), entre lesquelles est situ6 ie plan (3) de trans- 
mission des signaux. poss6dent. sur leur cat6 tourn6 roppos6 de ce plan (3) de transmissfon deTsi 

aans le plan (3) de transmission de signaux. sont rdalisSes sous la forme de lignes Triplate et 

P'^" (4) d'application de la tension d'alimentation. Tun desdits plans de masse (5b) 
6tant dispos6 entre ce plan (4) et le plan (3) de transmission des signaux ^ ^ 

Signaux eTserveSr. SfTf '"T'' (3) de transmission des 

' cara:^^^^^^^^^^^ ^"'"^^"^^ ^^"^ ^« signaux. 

m^T" i^i,^'^PP"'=«*'o" 'a tension d'alimentation comporte. sur ses deux faces, un revetement 
(6a,6b) form6 d'un mat6riau di6lectrique et est dispos6 entre deux (5b.5c) desdits plans de maTe le re 
v# emen du p an d'application de la tension d'alimentation 6tant isolk des plans drmassHsb 5c) ^ul 
Sroarunit^rrr*"'" .-.paisseurdu revStement (6a.6b) .tant choisis de Sfe sortej^^^^^^^^ 

it^n^rtitntzr 

L^^JhI?'' 'T^'^ " ■■^^^"^''^^tion 1. caract6ris6 par I'utilisation d'une technologie standard 
de d6pat de couches sur une c6ramique en AI2O3. sous la forme de plaques rigides. 

nui L!!5 f T'" '^'^ P"^"'' (^"•'"')' P«^ '-interm^diaire de contacts traversan s ?2) 

qu. sontferm6s d'une mani6re herm6tiquement 6tanche parun revetement di6lectrique. ^' 

t!i!fealil\ m't^^^ revendications pr6c6dentes. caract6ris6 par le fait que les m6- 

te lisations (U.V) d application de la tension d'alimentation sont reli6es 6lectriquement selon une dispo- 
sition p6riph6rique et qu'une liaison p6riph6nque (U) est situ6e dans le plan (4) d'applicaUon de^^^^^^^^ 
d a .mentation et que I'autre liaison p.riph6rique (V) est situ6e dans le pla 3) dTtranVmissiin de s. 
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FIG 3 




V/A =metollisierte Flachen, 
o in melollisierten Flachen = Orte 
metallisierter Durchkonlaktierung 



7 
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FIG4 




V/A =metallisierle Fldchen 



ft 
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FIG 5 




EZ3=metallisierle Fldchen 



Q 
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Cm 



FIGS 



= IZL,even-ZL,oddl/IZL,even+ZL,oddl 
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